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Beschreibung 

Umverdrahtungssubstratstreifen niit mehreren Halbleiterbau- 
tbilpositionen • 

5 

Die Erfindung betrifft einen Umverdrahtungssubstratstreifen 
mit mehreren Halbleiterbauteilpositionen und Halbleiterbau- 
teile des Umverdrahtungssubstratstreif ens/ die in Zeilen und 
Spalten auf deru Umverdrahtungssubstratstreifen angeordnet 
10 sind, sowie ein Verfahren zur Herstellung derselben, 

Ftir Halbleiterbauteile wlrd zunehmend .eine Minimierung der 
produzierten ProduktgehausegrtfJie angestrebt . Dazu wird die 
Anzahl der Auflenkbntakte auf ein Minimum reduziert und ange- 
15 strebt, mSglichst viele Aufienkontakte eines Halbleiterbau- 

teils, die fttr Testoptimierungszwecke und Analysenz.w$cke bis^ 
' her vorgesehen sind, zu vermeiden, Mit einer derartigen Redu- 
zierung der .Auflenkontakte i3t der Nachteil verbunden, dass 
Auftenkontakte zu Internen Test- urid Analysezwecken nicht mehr 
20 extern am Gehause bereitgestellt werden. Daraus ergeben sich 
zwar kleinere Prddujctgehause, jedoch ergeben sich auch 
. gleichzeitig, nachteilig, signif ikante Einschr&nkungen bei 
der Analyse und der Testbarkeit derartiger Halbleiterbauteile 
und ihrer Zwischenproduktstuf en. 

Die-damit verbundenen Risiken in Bezug auf die Ausbeute funk- 
tionsfShiger Halbleiterbauteile aus einem Umverdrahtungs- 
substratstreifen kOnnen nicht durch welter e verbesaerte Fer- 
tigungsverfahren komprimiert- werden. Somit wird in der Tech- 
30 nik zwischen einem ProduktgehSuse, das die minimal erforder- 
,liche Anzahl von Auflenkontakten aufweist und einem sogenann- 
ten Debug-GehSuse unterschieden, wobei das Debug-Gehause zu- 
satzliche entfernbare .Prttfkontakte' aufweist , die : nach einem 
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Test auf FunktionsfShigkeit von dem eigentlichen Produktions- 
geh&use getrennt werden. 

Werden zusSitzlich zu den Aufienkontakten des Produktgehauses 
5 Prttfflachen auf -einem Debug-Bauteil, das grOfier 1st, als das 
. Produktbauteil, zur Verfttgung gestellt, so ergeben sich viel~ 
faitige Mtiglichkelten zum. Testen des Bauteils durch Hinzuftt-* 
• gung von 'Prtif kontaktf lachen in Randbereichen des Debug- 
. Bauteils." Jedoch entsteht ein erh6hter Flachenbedarf mit -zu- 
10 nehmender Anzahl von Prttfflachen zwischen den Halbleiterbau- 
teilen einer Bauteilgruppe eines Umverdrahtungssubstratstrei- 
fens. 

Aufga'be' der Erfindung 1st es, einen Umverdrahtungssubstrat-' 
15 streifen mit mehreren Halbleiterbauteilpositionen zu schaf- 
fen, mit dem die obigen Probleme Uberwunden werden ktinnen. 
Dabei soli trotz reduzierter Anzahl von Aufienkontakten und 
reduzierter Gehausegrefie eine Analyse und Teatbarkeit inter-, 
ner Signale fttr die Prozessoptimierung, far die Korrelation • 
20 zu anderen GehSusef ormen,, sowie ftir die Charakterisierung der 
Haibleiterbauteile erhalten bleiben. Fernersoll eine opti- 
mierte Anbrdnung und Ausrichtung von Halbleiterbauteilen in. 
den Halbleiterbauteilpositionen ge.schaf.fen werden, die ver- 
kl.einerte Produktgehause und" eine optimierte Grtffie der Debug- 
^^^25 Bauteile erm5glichen •.. Schliefilich sollen- Tests ohne Beschadi- 
t&29^ gung Oder Verformung yon Aufienkontakten mOglich werden. Dar- 
ilber hinaus ist.es eine Aufgabe der Erf indung eine einfache 
und kostengiinstige LSsung fttr mechanische und elektrische 
Koritaktierungen von Halbleiterbauteilen oder von Halbleiter- 
30 - modiilen hochintegrierter Schaltung ftir einen "burn-in" -Test 
anzugeben. 
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Gelost wird diese Auf gabe ro'it dem Gegenstand der unabhangigen 
Ansprttche. Vbrteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben 
sich aus den abhangigen Ansprttcheri. 

5 ErfindungsgemSLfi wird ein Umverdrahtungssubstratstreifen mit 
mehreren Halbleiterbauteilpositionen fvir Halbleiterbauteile 
geschaf f en und ein Verfahren zu dessen Heirstellung angegeben. 
' Die Halbleiterbauteile sind in mehreren Bauteil^eilen und 
• Bauteilspalten, unterteilt durch SSgespuren, . auf dem Urn- 
10 . verdrahtungssubstratstreifen' aiigeordnet. Dazu sind mehrere - 
Halbieiterbauteilpositibnen zu .einer Bauteilgruppe zusammen- 
gefasst. Die Halbleiterbauteilgruppe umfasst mehrere Halblei- 
terchips der Halbleiterbauteile auf einer Oberseite des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens. Innerhalb einer Bauteilgruppe 
15 sind zwischen den Bauteilzeilen und Bauteilspalten SSgestrei- 
fen vorgeseheii, die von SSgespuren begrenzt sind und die 
PrUfkontaktfiachen aufweise'n. 

Die Halbleiterbauteilpositionen einschlieftlich ihrer PrUfkon- 
20 taktfiachen sind derart zueinahder ausgerichtet , dass sich , 
ein Parkettierungsmuster gemaft einem Parallel-Stab Parkett- 
muster ergibt. Die Anordnungen vori Aulienkontakten und P.rttf- 
kontaktfiachen der ^Halbleiterbauteile sind entsprechend dem 
.Parkettierungsmuster derart zueihander angeordnet und ausge- 
richtet, dassvier nachste Nachbarn eines Halbleiterbauteils 
/eine. Anordiiung der AuBenkontakte aufweisen, die urn einheit- 
iich 90° Oder um einheitlich 270° gegenuber der Anordnung des 
einzelnen HalbleAterba'Uteils gedreht ausgerichtet ist. 

30 Der Umverdrahtungssubstratstireifen hat den vorteil, dass die 
Flfcche, die far eine Bauteilgruppe vorzusehen ist, dahinge- 
hend optimiert ist, dass mfcglichst viele PrUfkontaktfiachen 
in entsprechenden* Sagestreifenabschnitten fttr jedes der Bau- 
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tellpositionen zur' VerfQgung gestellt warden kann. Ferner 
wird durch die Ausrichtung der vier nachsten Nachbarn eines 
Halbleiterchips um' einheitlich 90* oder um einheitlich 27 0° 
gedreht zu dem Halbleiterchip. erreicht, dass die Verbindungs- 
5 leitungen zwischen Aufienkontakten und Prufflachen in ihrer 
Lange und Dichte optimiert warden. konnen. 

Derartige Verbindungs leitungen zwischen Aufienkontakten des 
Produktgehauses und Pruf kontaktf lachen des Debug-Gehauses 

0 konnen in vortei'lhafter Weise, sowohX auf der Oberseite des 
• Umverdrahtungssubstratstreifens, als auch auf der Ruckseite 

des umverdrahtungssubstratstreifens in Form von umverdrah- 
tungsleitungen realisiert werden. Die Ruckseite wird vorteil- 
hafter Weise dann gewahlt, wenn die Prufung- auf der Seite der 

1 Aufie'nkontakte erf olgen soil, und die Oberseite wird dann fur 
die umverdrahtungsleitungen und fur die Priif kontaktf lachen 
eingesetzt, wenn die Prufung auf der. den Aufienkontakten ge- 
genUber liegenden Oberseite des Umvexdrahtungssubstratstrei-. 

.fens, auf der sich auch die Halbleiterchips befinden, statt- 
20 finden soil. Die' einheitlich gedrehte Ausrichtung von vier 

nachsten Nachbarn zu .einera Halbleiterchip hat dartiber hinaus 
den Vorteil, dass beim Bestucken der Oberseite des Umverdrah- 
tungssubstratstreifens mit. Halbleiterchips der Besttlckungsau- 
tomat lediglich zwei um einen festen Winkel zueinander ge- . 

25 drehte Ausrichtungen der Halbleiterchips vorzunehmen . hat oder 
nur zwei' vorbestimmte Ausrichtungen der Halbleiterchips durch 
den Bestuckungsautomaten'von einem' entsprechend vorbereiteten 
Halbleiterwafer oder einem entsprechend vorbereiteten Zwi- 
schentrager Oder von einem entsprechend vorbereiteten Trans- 

30 portband aufzunehmen sind. 

In einer weiteren . Ausfuhrungsform der Erfindung weisen Bau- 
teilzeilen und Bauteilspalten einer Bauteilgruppe erste und 
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zweite Halbleiterchips auf. Dabei unterscheiden sich. die ers- 
" ten und zweiten Halbleiterchips in ihren Ausrichtungen. Die 
ersten Halbleiterchips weisen eine- erste Ausrichtung A auf, 
wShrend die zweiten Halbleiterchips einheitlich eine Ausrich- 
5 tung B auf weisen, die entweder urn 90° Oder einheitlich um 

270° gegenttber der ersten Ausrichtung A gedreht 1st. Die ers- 
ten und zweiten Halbleiterchips sind .dann in den Baut^ilzei- 
len und Bauteilspalten alternierend aingeordnet 

i0 Somit kann in vorteilhaf ter Weise, z.B.' jede ungerade Halb- 
' leiterbauteilp.osition in den Bauteilzeil'en und BauteiLspalten 
einex Bauteilgruppe, die Ausrichtung- A auf weisen. Entspre- 
chend weisen dann die $eraden Halbleiterbauteilpositxonen in 
den Bauteilzeilen unci den Bauteilspalten einer Bauteilgruppe 

15 die Ausrichtung B auf. Damit ist der Vorte'il verbunden, dass 
die Anordnung dfer Aufienkontakte auf der fttickseite des Halb- 
leiterchips genauso ausgerichtet ist, wie die Halbleiterchips 
auf deir Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens r was 
die Umverdrahtungsstruktur innerhalb des Umve^drahtungs- 

20 substratstreif ens und/oder auf seiner Oberseite und seiner 
Rtickseite vorteilhaf t • vereinf acht . : 

In einer bevorzugten Ausftthrungsform der Erfindung sirid auf 
einer Rttckseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens > die der 

25 Oberseite .gegenttberliegt, in den Halbleiterpositionen Auften- 
kontakt aufweisende Aulienkohtaktf lecken angeordnet, Diese Au- 
Genkontaktflecken geheren zu einer Umverdrahtungsstruktur, ■ 
welche Umverdrahtungsleitungen aufweist. Diese Umverdrah- 
tungsleitungen der Umverdrahtungsstruktur verbinden die Au- 

30 . fienkontaktflecken mit den Prttf kontaktf lichen auf den sage- 
streif en des Umverdrahtungssubstratstreif ens . 
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Dies© Ausfiihrungsform der Erf indung" hat den Vorteil, d'ass der 
Umverdrahtungssubstratstreif ©n relativ preiswert Kergestellt 
warden kann, zumal er lediglich auf seiner RUckseite, auf der 
sowieso die Aufcenkontaktf lecken vorzusehen sind, eine Um- 
5 ^verdrahtungsstruktur mit Umverdrahtungsleitung zu den Prtif- 
kontaktf lachen ben&tigt, Auf der Oberseite des Umverdrah- 
tungssubstratstreif ens sind entsprechend nur solche metalli- 
schen Strukturen notwendig, die eih Verbinden des Umverdrah- 
. tungs subs t rat s'trelf ens mit den Halbleiterchips in- jeder der 
10 Halbleiterbauteilpositionen ermoglichen und e*s sind Durchkon- 
■ takte zu den Aufienkontaktf lecken auf der RUckseite des Urn-" 
- verdrahtungssubstratstreifens erf orderlich. Spmit sind eowohl 
die Rtickseite als auch die Oberseite des Umverdrahtungs- ■ 
oubotrototrcitens mit: 'herkfimmliche.n Technologien, wie sie 
15 auch aus der Leiterplat'tentiersteillung bekannt sind r struktu-- 
rierbar, was die Kosten fttr den Umverdrahtungssubstrat-strei- 
fen vermindert • 

In einer weiteren bevorzugten Ausftthrungsf orm der Erfindung 
20 sind d£n jeweiligen Halbleiterbauteilpositionen SSgestreif en- 
abschnitte zugeordnet, die Prflf kontaktf lachen tragen und auf 
zwei gegenUber liegenden Randseiten des ProduktgehSuses ange- 
ordnet sind, Damit ist der V&rteil verbunden, dass auch ftir 
ein Produktgeh&use mit quadrat ischem Grundriss ein rechtecki- 
ges Debug-Gehause ehtsteht, welches die prundlage eines Pa- - 
rallel- St>ab . Parkettmusters bildet. Bei diesem Muster entste- 
hen Kreuzungsf lachen, die durch das Kreuzen von horizontal en 
urid vertikalen SSgestreifen entlang der Baufceilzeilen und den 
Bauteilspalten gebildet sind. 





30 



Diese Kreuzungsf l&chen kSnnen in einer weiteren Ausfiihrungs- 
form der Erfindung ebenf alls zum Anordnen von FrUf kontaktf 13- 
chen ftir eine optimal© 'Nutzung der Fl&che einer Bauteilgrupp 
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eingesetzt warden. Dazu wird ein Viertel dieser Priifkontakt- 
f laohen- auf einer Kreuzungsf lache jeweils .einer' der vier an- 
grenzenden Halbleiterbauteiipositipnen zugeordnet . Somit er- 
hoht sich in vorteilhafter Weise die m5gliche Anzahl von 
Prufkontaktflachen pro Halbleiterbauteilposition, zumal vier 
Kreuzungsfiachen gemafi dem. Parkettierungsmuster, zu einer 
Halbleiterposition benachbart sind, womit die fur Prufkon- 
taktf lachen nutzbare Flache der Bauteilpositionen -urn .eine ge- 
samte Kreuzungsf lache pro Bauteilposition erhoht. werden kann. 



Weiterhin ist es vorgesehen, dass mehrere Bauteilgruppen auf 
dem Umverdrahtungssubstratstreifen hint ere inander -und/oder ' 
. . nebeneinander auf gereiht; sind und vbrzugsweise eine oder meh- 
rere Kunststoffabdeckungen aufweisen. Derartige Kunststof fab- 
15 ' deckungen . sind insbesondere erf orderlieh, wenn die elektri- 
schen Verbindungen zwischen Halbleiterchip und Uroverdrah- 
.' tungssubstratstreifen mittels Bondtechnik und damit mitt els 
empfindlicher Bonddrahte erreicht w.ird. Diese Kunststoffabde- 
ckungen auf den Bauteilgruppen sichern und schtttze.n derartige 
20 Bonddrahte der Bondverbiridungen zwischen Halbleiterchip und 
Umverdrahtungssubstratstreifen.- 

Eine andere m5gliche Verbindung zwischen Halbleiterchip und 
Umverdrahtungssubstratstreifen ist durch die so genannte 

25- Flipchip-Technik moglich. Dazu sind auf der aktiven Oberseite 
des Halbleiterchips Kontaktf lachen., die sonst fur Bondverbin- 
dungen zur Verfttgung stehen mit Flipchip-Kontakten versehen, 
welche unmit'telbar auf entsprechende Kontaktanscnlussf lachen 
auf dem Umverdrahtungssubstratstreifen aufgelotet werden kon- 

30 nen. Da bei dieser Ausf uhrungsform der Erfindung eine relativ 
stabile LOtverbindung tiber die Flipchip-Kontakte zwischen dem 
■ Halbleiterchip und dem Umverdrahtungssubstratstreifen mit 
entsprechenden Kontaktanschlussf lachen erreicht wird, sind 
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bei dieser Ausftthrungsf orm der Brfindung auch Gehause ohne 
. schatzende Kunststoff abdeckung mOglich. 

Bei elner weiteren Ausfahrungsform der Erfindung 1st es vor- 
5 gesehen, dass der Umverdrahtungssubstratstreif en auf seiner 
RUckseite, aufierhalb des Bereichs einer Bauteilgruppe, Berei- 
che mit f reiliegenden Testkontaktf lachen aufweist. Diese 
Testkontaktf lachen sind aber umverdrahtungsleitungen mit den 
Prafkont a ktf lachen in den Sagestreifen und/oder den Auflenkon- 
10 taktflecken der Halbleiterbauteile und/oder mit Kontaktfia- 
chen auf der aktiven Seite der Halbleiterehips elektrisch 
verbunden. Diese .Ausftthrungsforni der Erfindung hat den Vor- 
teil, dass tlber diese zusatzlichen Testkontaktf lachen auiler- 
• halb der Bauteilgruppen bisher nicht vorgesehene Messungen 
15 und Prufungen zus&tzlich auf dem Umverdrahtungssubstratstrei- 
fen durchgefUhrt werden k6nnen. ..wahrend die Flache einer Bau- 
teilgruppe optimiert und minimiert ist, verfugt der Om- 
verdrahtungssubstratstreif eh Uber genttgend grpfie Bereiehe au- 
fierhalb einer Baugruppe, um derartige zusatzliehe Testkon- 
20 taktf lachen zur Verfagung zu stellen. Damif kdnnen die Analy- 
• sen und Tests der einzelnen integrlerten Schaltungen vorteil- 
haft erweitert werden. 

Eine .weitere Verfoesserung der PrUfmOglichkeiten far den Um— 
25 verdrahtungseubstratstreifen besteht. darin, dass far eine 

Bauteilgruppe eine Te.stkontaktleiste im Randbereich des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens fttr einen Temperaturzyklentest 
bzw. einen "burn-in"-Test vorgesehen ist. Far diesen so ge- 
nannten "burn-in" -Test werden charakteristische Halbleiter- 
30 bauteilelemente auf dem Halbleiterchip ttber ein BOndel ent- 

aprechehder Umverdrahtungsleitungen mit der Steckkontaktleis- 
te verbunden, sodass nicht . einzelne Bauelemente far den 
"burn-in"-Test vorzuberelten sind, sondern eskennen noch auf 



/id- 




I 
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' dem Umverdrahtungssubstratstreifen diese Temperaturzyklen- 
tests fttr ganze Baugruppen durchgeftthrt werden- Eine derarti- 
ge steckkontaktleiste kann, sowohl auf der RUckseite, als 
auch auf der Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif Qns 
5 angeordnet sein. Dabei kSnnen die einzelnen Steckkontaktf la- ■ 
chen einer . Steckkontaktleiste mit den Prttf kontaktf lachen 
und/oder "den Aufierikontakt flee ken und/oder den Kontaktf lichen 
einer aktiyen Oberse'ite eines Halbleiterchips elektrisch in ■ 
Verbindung .stehen, Zusatzlich kSnnen weitere Umverdrahtungs- 
10 leitungen mit der ' Steckkontaktleiste verbiinden sein , urn . dar- 
ttber hinausgehende Funktionstests der einzelnen Halbleiter- 
bauteile einer Halbleiterbauteilgruppe ttber die Steckkontakt- 
leiste vorzTuhehmen* 

15 Statt eine Konta'ktierung -ttber die Steckkontaktleiste zu er- 

m&glichen, k&nnen attch die Prttf kontaktf lachen entweder unmit- 
telbar mit entsprechenden "Prttf sonden in Verbindung gebracht 
werden oder es. werden Prttf kontakte auf die '.Prttf kontaktf lachen 
auf gebracht, Derartig aufgebrachte Prttf kontakte haben den . 
20 Vorteil/ dass die Mess sonden in Form . von Messspitzen hicht 

auf den. Auftenkontakten oder auf den Prttf kontaktf lichen eines 
Produktgehauses bzw, eines Debug-Gehauses auf gebracht werden 
mttssen. Somit werden die AuJienkontakte. eines Produktg.ehauses 
bzw. die Prttf fcontaktf lachen eines Debug-rGehauses,, weder von 
den Messspitzen kontaminiert npch umgekehrt die Messspitzen 
von den Aufcerikontakteh bzw. den Prttf kontaktf lachen kontami- 
niert . 

Urn die. Kontaininationsgef ahr der Messspitzen durch Prttf kon- 
30 taktf lachen oder Prttf kontakte zu weiterhin vermindern, kttnnen 
Prttf kontaktf lachen bzw. Prttf kontakte in' einer weiteren Aus- 
ftthrungsform der Erfindung mit einer Goldbeschichtung belegt 
sein. Bine derartige Goldbeschichtung der Prttf kontaktf lMchen. 
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oder der Priif kontakte verbessert auBerdem den Kontaktuber- 
gangswiderstand, zumal Gold nicht wie Aluminium oder Kupfer' 
' an der Luft oxidiert oder vie Silber an Luft sulfidiert wird. 

5- Eine weitere Ausftihrungsf orm der Erfindung ermoglicht, insbe- 
sondere durch-.das Vbrsehen von Debug-Gehausen mit einer ent- 
sprechend hoheTi Anzahl von Prtlf kontaktf lachen, das Prufen von 
Umverdrahtungssubstratstreifen mit einem Stapel aus einem Lo- 
• gikchip und einem Speicherchip in den Halbleiterbau'teilposi- 
10 tionen. Dabei konnen tibe.r die Praf kontaktf lachen und/ oder die 
freiliegenden Testkontaktf lachen und/oder uber die Steckkon- 
taktleisten, sowohl die Speicherf uriktionen ' des Speicherchips, 
als auchdie Logikfunktionen de 3 Loglkchips noch vor dem Ver- 
packen und weiterverarbeiten des Umverdrahtungssubstratstrei- 
15 fens zu einzelnen Halbleiterbauteileri gepruft warden. • 

Halbleiterbauteile, die auf der Basis, derartiger Umverdrah- 
tungssubstratstreifen hergestellt wurden, konnen leichtiden- 
tif iziert werden, zumal sie auf gegenUberliegenden Randseiten 
20 ihres Gehauses durchget.rennte Umverdrahtungsleltungen, die zu 
,deri PrUfkontaktf lachen auf den Sagestreif en des 'Umverdrah- 
tungssubstrats fuhren, nach.. dem Vereinzeln zu Halbleiterbau^ 
teilen aufweisen. Ein derartig.es Halbleiterbauteil hat den 
' Vorzug, dass es noch vor einem Verkapseln oder einem Abdecken 
durch eine Kunststoff masse intensiv gepruft werden kann/ so- 
dass entweder die MSglichkeit. besteht, .def ekte, Halblelter- V 
chips vor dem Verpacken zu identif izieren und zu entfernen, 
Oder, die defekten Halbleit.erchips beizubehalten, jedoch der- 
art zu markieren, dass sie nach. dem Auftrennen zu einzelnen 
30 Halbleiterbautellen noch erkennbar sind und aussortiert wer- 
den konnen . 
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Bin Vcrruliiun Huiulullung eiinse Dmverdrahtungsswbatrat- 

streifens mit mehreren Bauteilgruppen, die in x-Richtung in 
Bauteilzeilen und in' y-Richtung in Bauteilspalten angeordnete 
Halbleiterbauteilpositiorien mit Halblelterchips aufweisen, 
5 weist nachfolgande Verf ahrensschritte auf . 

i 

• zunachst wird ein Substrata treif en bereitgestellt, der min- 
destens'auf seiner Rttckseite metallbeschichtet 1st. Diese Me- 
tallbeschichtung wird zu einer Umverdrahtungsstruktur struk- 
10 turiert-, die AuBenkontaktf lecken in den Halbleiterbauteilpo- 
sitionen und Priif kontaktf lachen im Bereich von Sagestreifen 
jzwischen den Halbleiterba.uteilpositionen auf weist. Nachdem 
eine' derartige Umverdrahtungsstruktur 'hergestellt ist, werden 
auf die Oberseite des umverdrahtungssubstratstreif ens Halb- 
15 leiterchips in den Halbleiterbauteilpositionen nach einem 

vorbestimmten Plan aufgebracht. Zunachst wird jede ungerade 
Halbleiterbauteilposition in den Bauteilzeilen und den Bau- 
teilspalten mit einem ersten Halbleiterchip in einer ersten 
Ausrichtung A besttickt . 

20 

AnschlieBend werden die verbliebenen geraden Halbleiterposi- 
tionen in den Bauteilspalten und • den Bauteilzeilen mit einem 
zweiten Halbleiterchip bestiickt,. wobei die zweiten Halblel- 
terchips gegenuber der ersten Ausrichtung A ©inheitiich eine 
25 um 90' oder einheit.lich ;eine um 270° verdrehte Ausrichtung B 
aufweisen. Dabei konnen, sowohl die ersten, als auch die 
zweiten Halblelterchips vollig identische integrierte Schal- 
tungen aufweisen. . Die erste Ausrichtung A- und die zweite Aus- 
■ . richtung B bewirken, dass ein Stab Parkettmuster nach vorge- 
.30 gebenem Plan in x- und y-Richtung gebildet wird. 

Nachfolgend werden verbindungen zwischen den Halblelterchips 
und der Umverdrahtungsstruktur hergestellt . Danach werden Au 
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fienkontakte in den Halbleiterbauteilpositionen auf die AuBen- 
kontaktflecken der umverdrahtungsstruktur auf der Riickseite 
des Umverd'rahtungssubstratstreifens aufgebracht. AnschlieBend 
erfolgen Funktionstests der Halbleiterchips der Halble±ter T 
5 bauteile unter Kontaktieren der Prtif kontaktf lachen und/oder 
von Testkontaktflachen und/oder von Steckkontaktf lachen einer 
Steckkontaktleiste. AbschlieBend werden die defekten Halblei- 
terbauteile auf dem umverdrahtungssubstratstreif en' markiert. 

10 Dieses Verfahren hat' den Vorteil, dass aufgrund der zusatzli- 
chen Prtifkontaktflachen auf den Sagestreif en in den Bauteil- 
gruppeh und den zusatzlichen Steckkontaktf lachen auf Randsei- 
' ten des Umverdrahtungssubstratstreifens sine volistandige und 
verbesserte Durchftthrung von Funktionstests der Halbleiter- 
15 chips mfiglich ist, ohne jedoch die AuBenkontakte auf dem Um- 
verdrahtungssubstratstreifen kontaktieren zu miissen. Daruber 
hinaus hat dieses Verfahren den .Vorteil, . dass auch die inter- 
ne Signalverarbeitung in den zu Baugruppen angeordneten Halb- 
leiterchips geprtlft werden kann, ohne dass zusStzliche AuBen- 

•20 kontakte fur das ProduktgehSuse erforderlich warden. 

' . • i 

Mit diesem Verfahren lessen sich folglich Bauteile herstel- 
len, die. verkleinerte Gehause aufweisen, bei gleichzeitlger 
■ Reduzierung der Anzahl der AuBenkontakte und die dennoch ei- 
25 nem vollstandigen und verbesserten Funktions'test auch fur die 
interne Signalverarbeitung. unter zogen werden konnen. Durch 
das Anordnen der Steckkontaktleiste lasst sich daruber hinaus 
■ein "burn-in" -Test zyklusverf ahren direkt mithilfe des Um- • 
verdrahtungssubstratstreifens durchf ahren. Somit konnen die 
30 Halbleiterbauteile noch vor dem Auftrehnen der Bauteilgruppen 
in einzelne Halbleiterbauteile unter extremer Temperaturzyk- 
lusbelastung getestet werden . 
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Diese Vorteile, n&mlich die Schonung der AuBenkontakte des 
Produktgehauses, die erweiterten Test- und Analysemaglichkeit 
von inneren SignalverlSufen samtlicher Halbleiterchips und 
die Prttfung jeder Bauteilgruppe mit mehreren Halbieiterbau- 
5 teilen innerhalb beispielsweise einer Kunststof f abdeckung un- 
ter extremen Temperaturschwankungen; warden bel diesem erfin- 
dungsgemafien Verfahren mithilfe des Parkettierungsmusters ■ des 
erfindungsgema&en Umverdrahtungssubstratstreif ens meglidh.. 
Die sagestreifen mit ihren Prttfflacheri werden beim Vereinzeln 
10 der Halbleiterbauteile herausgesagt , sodass das Produktgehau- 
se klein bleibt, da die P.rUf kontakte von dem sogenannteri De- 
bug-Gehause gemeinsam entfernt werden. 

Eine weitere Verf ahrensvariante sieht yor, dass die Halblei- 
15 terchips gleichf ttrmig und einheitlich ausgerich'tet auf die 
Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens aufgebracht 
werden. Fttr die Umverdrahtungsstruktur wird jedoch auf dem 
Umverdrahtungssubstratstreif en vorgesehen, dass ,in den Halb- 
leiterbauteilpositionen des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
20 eine Ausrichtung der Anordnung yon Auflenkontakten gegenttber 
der Ausrichtung der Halbleiterchips in den Bauteiizeilen und 
den Bauteilspalten fur ungerade Halbleiterbauteilpositionen 
einheitlich eine urn 0 Q und/odef 180* und fttr gerade Halblei- 
terbauteilpositionen' in den Bauteiizeilen und den Bauteil- 
25 spalten eine gegenttber der Ausrichtung der Halbleiterchips • 
' einheitlich urn 5.0° und/oder einheitlich um.270° verdrehte 
Ausrichtung vdrgesehen wird* 
■ * ■ 

Somit wird die unterschiedliche, vorgegebene Rotation in den 
30 geraden und den ungeraden Halbleiterbauteilpositionen- mittels 
-eines vorgegebenen Umverdrahtungsplaries fttr einen mehrlagige.n 
Umverdrahtungssubstratstreifen durchgeftthrt- und ein Verdrehen 
von Halbleiterchips vermieden. Das bedeutet, dass der mehrla- 
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gige Umverdrahtungssubstratstreifen zwar komplexer aufgebaut . 
ist, zumal er die' gef orderte , unterschiedliche Rotation von 
Anordnungen von AuBenkontakten ilber entsprechend strukturier- 
te Umverdrahtungsleitungen und Durchkontakte realisiert, be- 
5 steht der Vorteil darin, dass die Bestiickung des Umverdrah- 
tungssubstratstreif ens in den Bauteilgruppen vereinfacht 
wird r zinnal die Halbleiterchips einer Bauteilgruppe einheit- 
lich ausgerichtet bleiben kttnnen. • . . 

10. Bei einer weitereri Durchf tihrungsvariante des Verfahrens ste- 
• hen zum Aufbringen yon unterschiedlich ausgerichteteri und an- 
geordneten Halbleiterchips auf einem Umvardrahtungssubstrat- 

•streifen ein in Halbleiterchips getrennter Wafer zur Verfti- 
gung* Dieser Wafer waist in x- und y-Anordnung, sowie in Ro- 
15 tationsausrichtung vorbereitend aus.^afichtete und angeordnete 
' Halbleiterchips auf. Diese werden von einem Bestttckungsauto- 
maten in der vorgegebenen Anordnung und Ausrichtung des Wa- 
fers auf die Oberseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens 
aufgebracht. 

20 

Dieses Verf ahren- mit einem bereits fttr das Aufbringen auf die 
' oberseite eines Umverdrahtungssubstratstreif ens vorbereiteten 
Halbleiterwafers hat den Vorteil, dass mit einem. Standardbe- 
s tUckungs automat en ohne jede zusStzliche , Rotation die Bestu- 
'25 ckung des Umverdrahtungssubstratstreif ens mit Halbleiter- 

• chips, die unterschiedlich ausgerichtet ,sind, in den .Bauteil- 
pos.it iqnen einer Bauteilgruppe durchgeftlhrt werden kann. Der 
gleiche Vorteil ergibt sich> wenn in einer weitereri DurchfUh- 
rungsvariante des Verfahrens eine Folie mit f lachig angeord- 
30 neten Halbleiterchips oder ein Transportgurt mit linear ange- 
ordneten Halbleiterchips zur Verfttgung steht, die in x-, y- 
Anordnung und/oder in Rotationsausrichtung vorbereitend ausr 
gerichtete und angeordnete' Halbleiterchips aufweisen- Auch 
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von eiher derartigen Folie bzw. einem derartigen Transport - 
gurt k6nnen die Halbleiterchips mit einem Standardbesttt- 
ckungsautomaten ohne jede zusatzliche Rotation in vorgegebe- 
ner Anordnung und Ausrichtung auf die Oberseite des Um- 
5 verdrahtungssubstratstreif ens aufgebracht werden. 

Eine weitere Verf ahrensvariante . sieht yor, dass zum Aufbrin- 
gen von unterschiedlich ausgerichteten und angeordneten Halb- 
.leiterchips auf dem Umverdrahtungssubstratstreif en ein in x- 
10 und. in y-Anordhung, sowie Rotationsausrichtung programmierba- 
rer Besttickungsautomat eingesetzt wird. Dieser Besttickungsau- 
tomat nimmt angqordnefce und gleichf ormig a'usgerichtete Halb- 

• leiteirchips von einem in Halbleiterchips getrennten Wafer o- 
der von einer einheitlich mit Halbleiterchips besttickten. Fo- 
15 1 lie Oder aus einem Transportgurt auf, und verbringt sie nach 
•einem vorgesehenen Anordnungs- und Ausrichtungspla-n beim Be- 
stttcken des Umverdrahtungssubstratstreif ens' programmgemaii auf 
diesen. auf . Be.i dieser Verf ahrensvariante ist zwar ein h6he- 
ref Aufwand far die Auslegung und Konstruktion des program- 
20 mierbaren Bestttckungsautomaten erf orderlich, jedoch kbnnen 

die Halbleiterchips in standardisierter Weise auf einem Wafer 
oder auf einer Folie in einem Transportgurt vorgesehenwer- 
den* 

^^25 Bei einer weiteren Verf ahrensvariante. werden die Halbleiter- 
. chips in den Bauteilgruppen mit Flipchip-Kontakten ausgestat- 
' tet« Die Herstellung von Verbindungen zwischen H^lbleiterchip 
und dem Umverdrahtungssubstratstreif en wird .auf der Oberseite 
des Umverdrahtungssubstratstreifens fttr Flipchip-Kontakte 
30- mittels eines L5tpr6zesses erfolgen. Bin derartiges Aufbrin- 

y yx» wn .Halbloitorchlpo nat: den Voarfco±l r daso auf cine Kuxi at- 

stof feinbettung der Halbleiterchips mit Flipchip-Kontakten 
evtl . verzichtet werden kann. Dariiber hinaus ist ein Lfctpro- 
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zess ein parallels* Fertigungsschritt, bei dem gleichzeitig 
eine Vielzahl von' elektrischen verbindungen zwischen ei_ner 
umverdrahtungsstruktur eines Umverdrahtungssubstratstreif ens 
und Flipchip-Kontakten von Halbleiterchips hergestellt warden 
5 kann. 

Eine welter© Verf ahrensvariante sieht vor, dass die Halblei- 
terchips mit' ihreh Riickseiten auf die Halbleiterbauteilposi- 
tionen aufgebracht werden. Danach wird das Herstellen von 
10 Verbindungen zwischen' den Halbleiterchips und einer Um- 
verdrahtungsstruktur des' Umverdrahtungssubstratstreif ens rtiit- 
tels Bondtechnik durchgef uhrt . Bei diesem verfahren werden . 
kontaktfiachen 'auf' der aktiven Oberseite des Halbleitexchips 
mit entsprech'enden Kontaktanschlussf lachen oder Bondf ingern 
15 auf der Umverdrahtungsstruktur des Umverdrahtungs- 
substratstreif ens. mittels Bonddrahten hergestellt . Dieses 1st 
eiri serielles Verfahren, bei dero nacheinander eine Bondver- ■ 
bindung nach der anderen aufgebracht wird und die Bonddrahte 
anschliefiend in eine Kunststof f gehausemasse mit den Halblei- 
20 terchipe zusammen und unter Abdecken der Oberseite des Um- 
verdrahtungssubstratstreif ens erfolgt, urn die Bondverbindun- 
gen vor Beschadiguhgeii zu schtitzen.. 

Urn" die PrUfkontaktf lachen und/oder die Aufienkontaktf lecken zu 
25 • veredeln, konnendiese mit einer Goldlegierung selektiv be- 
schichtet werden; Eine derartige selektive Beschichtung kann 
mittels Aufdampfen, Zers.tauben oder Sputtern unter Verspiege- 
lung der gesamten Flachen einer Bautellgruppe einer Um- 
verdrahtungsstruktur erfolgen, nachdem vorher .bereits eine 
30 strukturierte Fotolackschicht aufgebracht wurde. Anschliefiend 
wird die Goldschicht an FISchen, die nicht zu Vergolden sind, 
durch Abheben oder Auf quellen des Photolackes entf ernt . Eine 
weitere MOglichkeit besteht darin, von vornherein eine Me-. 
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tallbeschichtung auf dem- Substratstreifen vorzusehen, die ei- 
. ne Grundmetallisierung beispielsweise aus. Kupfer aufwelst, 
und eine Beschichtung aus airier Goldlegierung besitzt, urn an- 
schlieBend durch entsprechende Photolithographieschritte die- 
5 se mehrlagige Metallschicht mittels Nassatzen oder Plas- 
maabtragen zu strukturieren. 

Wenn fur die vorgesehenen Tests die ' Prttf f lachen als solche 
nicht ausreichen fttr eine entsprechende Kontaktierung, so 
10 konrten in einer weiteren Durchf tthrungsvariante des Verf ahrens 
Lotballe auf die Prtif kontakte aufgeldtet werden, bevor die 
Tests durchzuftthren sind. Die Kontaktierung der Lotballe auf 
den Prtif kont a ktf lachen hat dartiber hinaus den Vorteil, dass 
die Aufienkontaktflachen und/oder die Aufienkontakte des Pro- 
15 duktgehauses geschont werden. 

Nachdem mit dem oben geschilderten Verfahren und/oder Verfah- 
rensvarianten ein Umverdrahtungssubstratstreif en hergestellt 
und getestet wurde, kann ein Auftrennen des Umverdrahtungs- 
20 subs.tratstreifens in einzelne Halbleiterbauteile erfolgen und 
sich ein Aussortieren der als defekt markierten Halbleiter- 
bauteile anschliefien. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass bei dem erf indungsge- 
25 mafien Substratstreifen der noch verfttgbare Platz ihnerhalb 
' einer Bauteilgruppe ftlr zusatzliche Prufkontaktf lachen oder 
Prlifkontakte genutzt wird. Dabei werden eigene Flachen direkt 
neben den Halbl-eiterbauteilen far die zusatzlichen Prufkon- 
takte und Priifkontaktf lachen vorgesehen. Dieser Teil des Um- 
30 verdrahtungssubstratstreifens in Form von SSgestreif en wird 
durch' zusatzliche Sagelinien oder Sagespuren beim Auftrennen 
des umverdrahtungssubstratstreifens in einzelne Halbleiter- 
bauteile entfernt. Durch eine Drehung der Halbleiterbauteile 
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auf dem Umverdrahtungssubstratstreifen wird die. zusatzlich 
nutzbare Fiache in den SSges.trelf en dann auch auf eine zweite 
Richtungerweitert, sodass die verfugbare Fiache z.B. bei 
Halbleiterbauteilen mit Anschlilssen an zwei Kanten optimiert 
1st. Durch das Drehen der Halbleiterchips, sowie durch ein 
teilweises Verlegen.von Testkontakten oder von Testkontakt- 
flachen in den Bereich aufierhalb der , Bauteilgruppe wird die 
verfugbare Kontakt- und Verdrahtungsf lache auf die Testauto- 
maten zugreifen konnen vergroliert. 



10 




15 



Die Schritte zwischeri den Bauteilzeilen und Bauteilspalten 
sagestreifen fur Pruf kontaktf lachen und aulierhalb der Bau- 
teilgruppe Testkontaktf lachen vorzusehen, " konnen gemeinsam 
oder.getrennt je nach Anf orderungen an den Umverdrahtungs- 
substratstreifen und die Messtechnik eingesetzt werden. . 



g Die Erfindung wird nun anhand der beigefGgten Figuren naher 



erlautert . 



20 




Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen Um- 
verdrahtungssubstratstreifen gemaft einer ersten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung, 

Figur 2 zeigt eine Prinzipskizze einer Anordnung von Prufkon- 
25 taktf lachen einer Bauteilgruppe eines Umverdrahtungs- 

substratstreifens gemaii einer zweiten Ausf tthrungsf orm 
der Erfindung, 



30 



Figur 3 zeigt eine schematische Drau.sicht auf einen Um- 

' verdrahtungssubstratstreifen der. zweiten Ausf Ohrungs- 
' form der Erfindung gemafc Figur 2. 
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Figur 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf einen Sub- 
stratstreifen 23 eines Omverdrahtungssubstratstreif ens 100 . 
gemafi einer ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung. Der rechte 
Teil der Draufsicht zeigt eine geschlossene Kunststof f abde- 
5 ckung 17, die den Bereich 26 einer Bauteilgruppe 5 abdeckt. 
Die Details der Bauteilgruppe 5 werden in der linken Bild- 
halfte auf dem umverdrahtungssubstratstreifen 100 gezeigt, 
wobei die Kunststof fabdeckung 17 weggelaSsen ist. In dieser 
. ersten Ausf uhrungsf orm der Erfindung' sind unter der Kunst- 
10 stof fabdeckung 17 neun Halbleiterbauteile 3 angeordnet . Die 
Anordnung gliedert sich in drei Bauteilzeilen 29 und drei • 
'• Bauteiispalten 30. Die -neun 'Halbleiterbauteile 3 sind auf 
neun Halbleiterbautellpositionen 2 angeordnet- Markierungs-. 
punkte 7 markieren die Ausrichtung der Halbleiterbauteile 3 
15 in den Halbleiterbauteilppsitionen 2, wobei' zwischen einer 
• ersten Ausrichtung A und einer urn dazu um 90" gedrehten Aus- 
richtung B, zu unterscheiden ist. 

' Die Bezugszeichen 12 kennzeichnen Sagespuren, mit denen der 
20 umverdrahtungssubstratstreifen 100 in einzelne Halbleiterbau- 
teile 3getrennt wird. Jewells zwei Sagespuren 12 trennen aus 
dem Umverdrahtungssubstratstreifen 100 Sagestreifen 18 her- 
.aus. Diese weisen auf der Ruckseite 6, welche der hier ge- 
zeigten Gberseite 31 des Umverdrahtungssubstratstreifens 100 
25' gegenuber liegt, Prttf kontaktf labhen 13 auf. In der Aus-- 

schnittsvergroBerung 20 am oberen rechteri Bildrand wird ein 
Ausschnitt der Ruckseite 6 einer Halbleiterbauteilposition. 
mit sagestreifen 18 und Prtif kontaktf lacheri 13, die Prufkon- 
takte 19 tragen ktinnen, gezeigt. 

30 

Die linke Halfte der Figur 1 zeigt die Bauteilgruppe ohne.die 
Kunststoffabdeckung 17 und gib.t damit. einen Blick auf die 
' Halbleiterchips 4 frei, die in dieser Ausf ahrungsf orm der Er- 
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findung quadratische Flachen aufweisen und mit Flipchip- 
Kontakten ausgestattet sein kttnnen. Jede Halbleiterbauteilpo- 
sition 2 ist jedoch rechteckig, wail zu der Fiache der Halb- 

■ leiterchips 4 noch Sagestreif enabschnitte. auf zwei gegentlber- 
5 liegenden Randseiten 22 der Halbleiterbauteile 3 hinzukommen. 
Diese fechteckige Fiache entspricht einem Debug-Gehause, wah- 
rend die quadratische Fiache in jederder Halbleiterbauteil- 

: positioned 2 die GrdBa eines Produ.ktgehauses kennzeichnet, 
das entsteht, Venn entlang der Sagespuren 12 der Dmverdrah- 
10" tungssubstratstreifen 100 auseinahdergetrennt wird. 

' Durch den Bereich 8 der s&gestreif en ' 18 wird eihe Fiache fur 
• Prilf kontaktfiachen 13, wie sie in der. Aussohnittsvergrofterung 
20 zu sehen sind, bereit gestellt, die jedoch beim Auf txennen 
15 des Umverdrahtungssubstratstreifens 100- nicht zum Produktge- 
nause gehoren. .Die Prtif kontaktfiachen 13 auf der Riickseite 6, 
wie. in der AusschnittsvergroBerung 20 gezeigt, dienen dazu, 
die Fuhktionsfahigke'it der Haibleiterbauteile 3bzw. der 
Halbleiterchips 4 zu testen,. ohne dass : die Aufienkohtakte 9 . 
20 des 'Produktgehauses auf der ROckseita 6 der Uroverdrahtungs- 
substratstreifen 10.0 • beschadigt warden. 



Die Anordnungen in x- und y-Richtung einer Bauteilgruppe 5, 
wie sie auf der linken HHlfte der Figur 1 gezeigt werden, 
sind dadur-r.Tr nhsraktftrlsiert, dass die nachsten Nachbarn ei- 
nes in einer erslen Aus rich Lung A angeordneten 1 Halbleitex 
bauteils eine um einheitlieh 90° oder einheitlieh um 270°" ge- 
• '• drehte zwelte Ausrichtung B aufweisen: In der ersten Ausfah- 
rungsform der 'Figur 1 sind nur auf den sagestreif enabschnit- 
30 ten zwischen den Produktionsgehausen und nicht auf den Kreu- 
zungsflachen 32 der Sagestreifen 18 Prtif kontaktfiachen Oder 
Prtif koirvtakte vorgesehen. 
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Diese erste Ausfuhrungsform der Erf indung weist zusatzlich in 
einera Randbereich 15 des Umverdrahtungssubstratstreifens 100 
eine Steckkontaktleiste 16 auf , die uber eine Bundel 21 von 
• Umverdrahtungsleitungen mit den Prtif kohtaktf lachen und/oder 

5 den Auftenkontakten der Bauteilgruppe 5 elektrisch in Verbin- 
dung- stent. Diese Steckkontaktleiste 16 dient dazu, Tempera- 
turzyklentests, wie einen "burn-in"-Test, gleichzeitig fur . 
jeweils eine Bauteilgruppe 5 zu ermoglichen. Die Breite b ei- 
. nes Sagestreifens richtet sich danach, ' wie viele Reihen an 

10 Prufkbntaktflachen 13 fur das Prufen der Halbleiterchips 4 in 
den Halbleiterbauteilpositionen erforderlich sind. 

in der Ausf iihrungsf orra gemafl Pigur 1 sind zwei Reihen. Prtlf- 
. kontaktflachen'13 auf den Sagestreifen 18 auf der Rtickseite 6 
des umverdrahtungssubstratstreifens 100 vorgesehen', wie e.s in 
• der AusschnittsvergrOAerung 20 gezeigt wird. Die Ausschnitts- 
vergrSfterung 20 zeigt weiterhin, das.s die AuBenkontakte 9- auf 
der Rtickseite 6 des Umverdrahtungssubstratstreif ens 100 in 
' jeder der Halbleiterbauteilpositionen 2 in Auftenkontaktzeilen 
> il und AuJienkontaktspalten 14 angeordnet sind. Ferner zeigt 
die Ausschnittsvergrofie.rung 20-, dass die gesamte Unterseite 
des Produktgehauses in einem vorgegebenero RastermaB bei vor- 
. gegebener S.chrittweite in Matrixf orm von Aufienkontakten be- 
deckt ist. Die AuBenkontakte 9 sind in dieser Ausf iihrungsf. orm 
25 der Erf indung auf Aufienkontaktf lecken 10 aufgelOtete Lotballe 



2B. 



Die linke Half te der Pigur 1 zeigt daruber hinaus, dass in 
den Bauteilzeilen 29 und den Bauteilspalten 30 jeweils auf 
30 • den ungeraden Halbleiterbauteilpositionen 2 . erste Halbleiter- 
chips 4 mit der Ausrichtung a angeordnet sind, und auf gera- 
den Halbleiterbauteilpositionen 2 zweite Halbleiterchips 42 
mi t der- Ausrichtung B angeordnet sind. Diese Anordnung der 

I 
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Halbleiterbauteile ergibt ein Parallel- Stab Parkettmuster 
far die Debug-Gehfiuse, wobei einerseits die quadratischen 
Kreuzungsf lachen 32 mit der Randseite b charakteristisch sind 
und andererseits die groiieren Rechteckf lachen des jeweiligen 
5 zugehttrigen Debug-Gehauses das Parkettmuster kennzeichnen. 

' Figur 2 zeigt eine. Prinzipekizze einer Anordnung von Prufkon- 
' taktflacheh 13 eiher Bauteilgruppe 5 eines .Uraverdrahtungs- 
substra.tstreif ens gemafl einer zweiten Ausfuhrungsf orm der Er- 
10 ' findung.- Komponenten mit gleichen Funktionen* wie in Figur 1 
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nieht 
extra erortert. 




15 



• 



In dieser zweiten Ausfuhrungsf orm befinden sich die Prilfkori- 
taktflachen 13 ebenfalls auf der Ruckseite 6 eines Umverdrah- 
tungssubstratstreifens. Die Pruf kontaktf lachen 13 sind auf 
den Sagestreifen 18 ' rait der Breite b angeordnet . \ Die Auflen- 
kontur des Debug-Gehauses ist. jedoch nicht mehr rechteckf 6r- 
mig sondern Doppel-T-f Orraig. Durcli diese spezielle Form des 
20 - Debug-Gehauses ist es'moglich, die Kreuzungsf lachen 32 der 
... sagestreifen 18 ebenfalls fur das Anbringen -voh PrUf kontakt- 
f lachen 13 auszuschttpf en . • Die Zuordnung der Priif kontaktf la- 
chen 13 in den Kreuzungsf lachen 32 ist so gestaltet, aass ein 
Viertel der'-Anzahl der Priif kontaktf lachen 13 in den Kreu- 
zungsf lachen 32 zujeweils einem der benachbarten Debug- 
GehSuse hinzukommt, Damit Wird die Fiache der Sagestreifen 
optimal und vollstandig fur das Anordnen von Pruf kontaktf la- 
chen ausgenutzt. Die gegeneinander um 90' gedrehten Ausrich- 
tungen A und' B, sowie /die alternierende Anordnung von ersten 
Halbleiterchips 41 und zweiten Halbleiterchips 42 in den Bau- 
teilzeilen 29 .und Bauteilspalten 30 wird wie in der. ersten 
Ausf (ihrungsform beibehalteh. 



30 
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Figur 3 zeigt eine scheroatische Draufsicht. auf einen Um- 
verdrahtungssubstratstreifen 200. der zweiten Ausfuhrungsform 
der Erfindung gemfift Figur 2. Komponenten mit gleichen Funkti- 
onen, wie in den vorhergehenden Figuren, werden mit gleichen 
5 Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht .extra erSrtert. 

Mit Figur 3 wird auf der linken Bildhalfte, die 'ohne Kunst- • 
stoffabdeckung 17 dargestellt ist, die veranderte Aufienkontur 
der Debug-GehSuse ge zeigt, die es ermoglicht, auch die Kreu- 
10 zungsf lachen 32 fur das Anbringen von Prflf kontakten 13 zu 

nutzen. Die erste Ausrichtung A der ersten Halbleiterchips 41 
und. eke 'zweite Ausrichtung -B der zweiten Halbleiterchips 42 
• bleibt unverandert. Da die Debug-Gehfiuse an sich nicht ver- 
einzelt werden, sind" weiterhin gerade sagespuren 12 entlarig 
15 der gestrichelten Linien 24 moglich, . urn aus 'dem Umverdrah- 

tungssubstratstreifen 200 quadratische Halbleiterbautei-le- rait 
entsprechenden AuBenkontakten 9 herauszusagen. 



20 
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Bezugszeichenliste 

100, 200 Umverdrahtungssubstratstreif en 

2 Halbleiterbauteilposition 

5 3 Halbleiterbauteil 

4 .Halbleiterchip 

,5 Bauteilgruppe 

6 Rttckseite des Umverdrahtungssubstratstreif ens 

7 Markierungspunkt 

10 8 Bereich der Sagestreif en 

9 AuJlenkontakte 

10 Auftenkontaktf lecken 

•11 Aufienkontakt2eile 

12 SSgespuren 

15 13 Prttf kontaktflfcchen 

■ 

14 Auftenkontaktspalte 

15 Randbereich des Umverdrahtungssubstratstreif ens 

16 Steckkontaktleiste 

17 Kunststof f abdeckung 
20 IB Sagestreif en 

19 , Prttfkontakte 

20 Ausschnittsvergr&fterung 

21 Bttndel von Umverdrahtungsleitungen. 

22 . Randseiten des Halbleiterbauteils 

• 23 Substratstreif en 

24 gestrichalte Linie 

26 Bereich einer Bauteilgruppe 

28 . Latball 

29" Bauteilzeilen 

30 30 Bauteilspalten 

31 Oberseite des Umverdrahtungssubstratsstreif ens 

32 Kreuzungsf lachef 

41 erster Halbleiterchip 
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42 zweiter Halbleiterchip' 

b Breite des S£ge3treif ens 

. A erst© Richtung 

5 B zweite Richtung 
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Patentanspriiche 

1, Umverdrahtungssubstratstreifen mit mehreren Halbleiter- . 
bauteilpositionen (2) far Halbleiterbauteile (3) , die in 
5 mehreren Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) an~ 

geordnete Halbleiterchips (4) unterteilt durch sagenspu- 
ren (12) angeordnet sind, wobei mehrere Halbleiterbau- 
teilpositioneni (2) zu einer. Bauteilgruppe (5)' zusammen- 
gefasst sind,' wobei die Bauteilgruppe (5) 'mehrere Halb- 
10 .leiterchips (4) der Halbleiterbauteile (3) auf einer 0- 

berseite (31) des Umverdrahtungssubstratstreif ens (100) 
aufweist, und wobei inrierhalb -.einei: .Bauteilgruppe (5) 

•zwischen den Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) 
SSgestreifen (18) vorgesehen sind, die Prttf kontaktf la- 
15 chen (13) aufweisen,' wobei die Halbleiterbauteilpositio- 

nen (2) mit den Priif kontaktf lachen (13) derart zueinan- 
der ausgerichtet sind f dass sich ein Parkettierungsmus- 
ter gemSJi einem Parallel-rStab Parkettmuster . ergibt und 
die Anordnungen von Aufiehkontakten (9) und Prttf kontakt- 
20 fl&chen (13) auf der Rtickseite (6)' des Umverdrahtungs- 

substratstreifens (100) entsprechend zueinander in der 
Weise ausgerichtet sind r daSs die Anordnungen von. vler 
n&chsten Nachbarn eines. Halbleiterbauteils (3) urn ein- 
heitlich 90 9 oder urn einheitlich 270 6 gegeniiber der ei- 

•5 nen Anordnung entsprechend einem vorgegebenen Plan ge- 

dreht sind. 

. 2., Umverdrahtungssubstratstreifen nach Ansprufch 1, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t f dass 
30 1 die Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalten (30) erste und 

zweite Halbleiterchips (41, 42.) aufweisen, wobei sich 
die ersten und zweiten Halbleiterchips (41, 42) in ihren 
Ausrichtungen (A, B) unterscheiden, und wobei die ersten 
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Halbleiterchips (41) eine erst© Ausrichtung (A) aufwei- 
sen, und.wobei die zweiten Halbleiterchips (42) einheit- 
lich lim 9 0*° Oder einheitlich unv 270° gegenttber derers- 
ten Ausrichtung A gedreht eine zweite Ausrichtung B auf- 
f 5 weisen, und wobei die ersten und zweiten Halbleiterchips 

(41., 42) in den Bauteilzeilen (29) und Bauteilspalt:en 

(30) alternierend angeordnet sind* 

' ' ' . * 

. 3* Umverdrahtungssubstratstreif en nach Anspruch 1 oder An- 
10 spr.uch 2/ 

dadurch g e k e h n z e i c h n e t t .da S3 

auf einer der Oberseite (31) gegenttberliegenden Rttcksei- 
te ('6) des Umv:erdrahtung«sub3tratstreifens (100) in den 
. Halbleiterbauteilpositionen (2) AuBenkontakte (9) auf-- 
15 weisende Auftenkontaktf lecken (10) angeordnet sind und 

. wobei die Aufienkontaktf lecken (10) . tiber Umverdrahtungs- 
leitungen mit deh Prtif kontaktf lachen (13)/ auf den SSge- 
streifen (18) elektrisch in Verbindung stehen, 

20 . 4, Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
henden Ansprttche., 

dadurch gek'ennzeichh'et./ dass 

in den Halbleiterbauteilpositionen (2) die PrUfkontakt- 
flSchen (13) auf S&gestreif enabschnitten, die zu zwei 
gegentiberliegenden Randseiten (22) der Halbleiterbautei 
le (3) angeordnet sind,. der jeweiligen Halbleiterbau- 
teilposition (2) zugeordnet sind, 

5 . ' Umverdrahtungssubstratstz-eifen nach einem der vorherge- 
30 henden Ansprttche, 

dadu. rch gekennzeichnet f dass 
■ die Sagestreifen (IB), horizontal entlang der Bauteilzei 
len (29) * und vertikal entlang der Bauteilspalten (30) 
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angeordnet sind und jeweils. eina Kreuzungsf lSche '(32) 
bilden, die eine Anzahl von Prtif kontaktf ISchen (13) auf- 
weist, wobei ein Viertel dieser Prtlf kontaktf lacheri (13)* 
auf einer Kreuzungsf lMche (32) jeweils eine der vier an- 
5 grenzenden Halbleiterbauteilpositionen (2) zugeordnet 

sind, 

6. -Umverdrahtungssubstratstreif en. nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, • 
10 dadurch gekennzeichnet, dasg 

eine oder mehrere Bauteilgruppen (5) auf dem Umverdrah- 
tungssubstratstreif en (100) hintereinahder und/odex- ne- 
beneinander aufgereiht sind, urid, vorzugsweise eine oder 
mehrere Kunststof f abdeckungen (17) aufweis^n. - 
.15 

7 ♦ Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der yorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

in den'Halbleiterbauteilpositionen (2) AuISenkontakte (9) 
20 aufweisende* Auftenkontaktf lecken (10) in einer Auftenkon- 

taktfleckenmatrix xnit' Auflenkontaktzeilen (11) und Aufien- 
kontaktspalten (14) angeordnet sind. . ' 

8. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

die Halbleiterchips (4) ttber Flipchip-Kontakte oder ilber 
Bonddrahtverbindungen elektrisch. mit dem Umverdrahtungs- 
substratstreif en (100) in. Verbindung stehen, 

9. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der vorherge- 
• henden Anspriiche, . 

dadurch gekennzeichnet, dass 



30 
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der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) auf seiner 
RUckseite (6) aufcerhalb des Bereichs (26) einer Bauteii- 
gruppe (5) Bereiche mit f reiliegenden Testkontaktf iSchen 
au'fweist, wobei die Testkontaktf l&chen tiber Umverdrah- 
5 tungsleitungen mit den PrUf kontaktf l&chen (13). in den 

sagestreifen (18) und/oder den AuRenkontaktf lecken (10) 
der Halbleiterbauteile (3) elektrisch in Verbindung ste- 
hen. , 

10 10. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- . 
henden Ansprtiche, 

dadurch ge k e rinzeichri e t , da s s der Umverdrah- 
tungssubstratstreifen (100) in einem Randbereich (15) 
eine Steckkbntaktleiste (16) mit Steckkontaktf lMchen 
15 aufweist, wobei die Steckkontaktf iSchen mit den Prtlfkon- 

taktf lichen (13) und/oder mit Testkontaktf ISchen 
• und/oder den Aufienkontaktf lecken (10) elektrisch in Ver- 
bindung stehen. 

20 11. Umverdrahtungssubstratstreifen nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 
die Steckkontaktleiste (16) des Umverdrahtungs- 
substratstreifens (100) ftir einen . Temperaturzyklentest 
bzw- "burn-in" Test vorgesehen ist.' 

12, Umverdrahtungssubstratstreifen' nach einem der vorherge- 
henden Ansprttche, . . » 

dadurch g e k e n n z e i c hn e t , dass 

die Prtif kontaktf lMchen (13) Prttfkontakte (19),tragen. 

30 

13. Umverdrahtungssubstratstreifen nach einem der vorherge- 
• henden Ansprttche, 5 

dadurch gekennzeichnet, dass 
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die PrUfkontaktflSchen (13) eine Goldbeschichtung auf- 
weiseh. 

14. Umverdrahtungssubstratstreif en nach einem der .vorherge- 
5 henden Anspruche, 

dadurch gekennzeichnet r dass 

der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) in den* Halblei- 
terbauteilpo.sitionen (2), Stapel aus ainem Logikchip und 
einem Speicherchip aufweist, wobei tiber die Praf kontakt- 
10 fl&cherr (13) und/oder ttber freiliegende Testkontaktf la- 

chen und/oder ttber Priif kontakte' (19) und/oder ttber 
Steckkontaktleisten. (16.) , sowohl die Speicherf unktionen 
des Speicher chips, als auch die Logikfunktionen des Lo- 
gikchips praf bar sind. 
15 • , 

15. . • Halbieiterbauteil, das durch Auftrennen des Umverdrah- 
tungssubstratstreifens (100).. nach einem der AnsprUche 1 
bis 14 gebildet ist und somit auf gegenttberliegenden 
Randseiten (22) durchtrennte Umve.rdrahtungsleitungen, 
20 die zu P-rtif kontaktf ISchen (13) auf SSLgestreif en (18) des 

Umverdrahtungssubstratstireif ens (100) ftlhrten, aufweist. 

16. Verfahren zux Herstellung eines Umverdrahtungs- 

substratstreifen (100) mit mehreren Bauteiigruppen (5), 
wobei die., Bauteiigruppen (5) in x-Richtung in Bauteil- 
zeilen (29) und in y-Richtung in Bauteilspalten (30) an- 
geordnete Halbleiterbauteilpositionen (2) mit .Halblei- 
terchips (4) aufweigen, und wobei das Verfahren folgehde 
Verf ahrensschritte aufweist: 
30 - Bereitstellen eines auf seiner Rtickseite (6) me- 

tallbeschichteten'Substratstreifens (23) , 
Aufbringen einer Umverdrahtungsstruktur auf dem me- 
tallbeschichteten Substratstreif en (23) f wobei die 
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Umverdrahtungsstruktur Aufienkontaktf lecken (10) in 
den Halbleiterbaut'eilpositionen (2) und Prtifkon- 
taktfiachen (13) im Bereich (8> von sagestreif en 
(1:8) zwischen den Halbleiterb'auteilpositionen (2) 
5 aufweist, 

Aufbringen von Halbleiterchips (4) auf die Obersei- 
te (31) des Umverdrahtungssubstratstreif ens (100) 
in den Halbleiterbauteilpositionen (2), x in der Wei- 
se, dass zunSchst jede uhgerade Halbleiterbauteil- 
10 . position (2) in den Bauteilzeilen (29) und den Bau- 

teii'spaiten (30) mit einem ersten Balbleiterchip / 
..(41). in einer ersten' Ausrichtung (A) bestllckt wird 
und anschliefiend die. verbliebenen geraden Halblei- 
fcerbauteilpositionen (2) mit einem zweiten Halblei- 
15 terchip (42) in einer zweiten gegentiber der ersten 

Ausrichtung (A) einheitlich .urn 90° oder einheitlich 
um 270° verdrehten zweiten Ausrichtung (B) besttickt 
warden, Sodass ein Stab .Parkettrouster ndch vorgege- 
benem Plan in x- und y-Richtung gebildet wird r 
20 - Herstellen von Verbindungen zwischen den Halblei- 

■ terchips i (4) und der Umverdrahtungsstruktur, 

Aufbringen von Auflenkontakten .(9) in den Halblei- 
terbauteilpositionen (2) auf die Aufcenkontaktf le- 
cHen (10.) .der Umverdrahtungsstruktur auf der Ruck- 
seite (6) des Umverdrahtungssubstratstreif ens . 
U00) , 

I&rjc&ftoren_von_J^n]^ Baut-e i Ig-r up-- - 

pen (5) zusammengef assten Halbleiterchips (4) .unter 
. Kontaktieren der PrUf kqntaktfl&chen (13) ' • 

30 - Markieren von defekten Halbleiterbauteilen (3) auf 

: dem Umverdrahtungssubstratstreifen (100) ♦ 
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17. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch g e k e n n z e i ch n e t , class 

die Halbleiterchips (4) gleichfdrmig und einheitlich 
ausgerichtet ' auf die Oberseite (31) des Umverdrahtungs- 
substratstreif ens (100) aufgebracht werden und eine Um- 
verdrahtungsstruktur auf dem Umverdrahtungsleitungen 
vorgesehen wird, wie in den Halbleiterbauteilpositionen 
(2) des tfmverdrahtungssubstiratstreifens (100) eine Aus- 
richtung der Anordnung von Auiienkontakten (9) gegentiber 
'. der Ausrichtung der. Halbleiterchips in den • Bauteilzeilen 
(29) und den Baut'eilspalten (30) ftir ungerade Halblei- 
terbauteilpositlonen (2) einheitlich eine um 0°.und/oder 
180* und fax gerade halbleiterbauteilpositionen (2) eine 
gegenubex der Ausrichtung der Halbleiterchips einheit- 
lich um 90° und/oder einheitlich um 270° verdrehte Aus- 
richtung vorsieht, sodass die vorgegebene Rotation in 
den Halbleiterbauteilpositionen (2) mittels' eines vorge- 
gebenen. Umverteilungspianes ftir einen mehrlagigen Um- 
verdrahtungssubstratstreifen (100) durchgefuhrt wird, 

18. Verfahren nach Anspruch 16, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t , d a $ s 

zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 
angeordno.t.An rialbl9i-tei;chlpw (4) quf dem umveirdralituiiy 
substratstreifen (100) ein in Halbleiterchips (4) ge- 
trennter Wafer zur Verfugung steht, der in x- und y- 
Anordnung, sowie in Rotation sausrichtung vorbereitend 
ausgerichtete und angeordnete .Halbleiterchips (4) auf- 
Weist, die von einem Bestuckungsautomaten in dieser vor- 
gegebenen Anordnung und Ausrichtung des Wafers auf die 
Oberseite (31) des Umverteilungssubstratstreif ens (100) 
aufgebracht werden. 
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19. Verfahren nach Anspruch 16 , 

dadurch gekennzeichnet, d a s s 
zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 
angeordneten Halbleiterchips (4) auf dem Uxuverdrahtungs- 
5 substratstreifen (100) eine Folie mit Halbleiterchips 

(4) zur Verfttgung stent, die in x- und y-Anordnung sowie 
in Rotations.ausrichtung vorbereitend ausgerichtete und 
angeordnete Halbleiterchips (4) aufweist, die von" einem 
Besttickungsautomaten in dieser vorgegebenen Anordnung 
10 und Ausrichtung auf die Oberseite (31) des Umvertei- 

. lungs'substratstreifens (100) aufgebracht werden. . 

20* Verfahren nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet,. dass 
15 zum Aufbringen von unterschiedlich ausgerichteten und 

angeordneten Halbleiterchips (4) auf dem Umverdrahtungs- 
. substratstreifen (100)' ein in x-, y-Anordnung und Rota- 
tionsausrichtung programmierbarer Bestftckungsautomat 
eingesetzt . wird, der einheitlich angeordnete und gleich- 
20 fttrmig ausgerichtete Halbleiterchips (4) yon einem in 

Halbleiterchips (4) getrennten Wafer odetvon eirier ein- 
heitlich mit Halbleiterchips (4) bestUckten Folie auf- 
nimmt und der den vdrgesehenen Anordnungs- und.Ausrich- . 
tungsplan beim Bestticken des Umverdrahtungssubstrat- 
stireif ens . (100) programmgemafl durehgef Cihrt . .. 

21. Verfahren nach einem der Ansprttche 16 bis 20 r 
dadurch geke n n z e ivc hnet, dass 
die Halbleiterchips. (4) in den Bauteilgruppen (5) Halb- 
30 leiterchips (4) mit Flipchip-Kontakten sind und die Her- 

stellxing von Verbindungen zwischen Halbleiterchips (4) 
und einer Umverdrahtungsstruktur auf der Oberseite (31) 
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des. Umverdrahtungssubstratstreifens (100)- mittels eines 
L&tprozesses erfolgt. 

22. Verfahren nach einem der Ansprttche 16 bis 20, 
5 dadurch gekenn.zeichnet , class 

die Halbleiterchips (4) mit ihren Rtickseiteri auf die 
Halbleiterbauteilpositionen (2) auf gebracht werden, und 
das Herstellen von Verbindungen zwischen. Halbleiterchips 
(4) und einer Umverdrahtungsstruktur auf der Oberseite 
10 (31) des Uimrerdrahtungssubstratstreif ens (100) mittels 

Bondtechnik erfolgt. , ■ " , 

• » • 

23. Verfahren nach einem der Ansprtiche 16 bis 22. r 
dadurch gekennzeichnet, dass 

"15 auf die Bauteilgruppen (5) nach dem . Herstellen der Ver- 

bindungen zwischen Halbleiterchips (4) ujid Umverdrah- 
tungssubstratstreifen (100) \Kunststof f abdeckungen (17) 
auf gebracht werden, welche die .Halbleiterchips (4) in 
eine Kunststoff masse einbetten. 

20 

24. Verfahren nach einem der Ansprttche 16 bis 23 r 
dadurch g e k-e n n*z e i c h n e t , da.ss 

die Prtif kontaktf la'chen (13) und/oder die AulienkGntakt- 
flecken (10) der Urnverdrahtungsstruktut mit einer Gold- 
• legierung selektiv beschichten werden.. > 

'25. Verfahren nach einem der Ansprtiche 16 bis 24 , 
dadurch gekennzeichnet, dass. 

•auf die Prttf kontaktf lachen (13) Lotballe (28) als Prtif- 
30 kontakte (19) aufgelfctet werden. 

26. Verfahren zur Herstellung' von Halbleiterbauteilen (3), 
das nachfolgende Verf ahrerisschritte aufweist: 
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Herstellen eines Uroverdrahtungssubstratstreif ens 
(100) nach einem der Ansprtiche 16 bis 25, 
Auftrennen des umverdrahtungssubstratstreif ens 
(100) In einzelne Bauteile und 

Aussortieren der als defekt inarkierten Halbleiter- 
bauteile. (3) . • 
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Zusammenf assung 




Die Erfindung betrifft einen Umverdrahtungssubstratstreifen 
(100) und ein Verfahren zu seiner Herstellung 

5 

Der Umverdrahtungssubstratstreifen (100) weist mehrere Halb- 
leiterbauteilpositionen (2:) ' fur Halbleiterbauteile (3) auf. 
Die. Halbleiterbauteilpositibnen (2) sind in Zeilen und Spal- 
' ' ten'angeordnet. Dabei. sind kehrere Halbleiterbauteilpositio- 
10 • nen zu einer Bauteilgruppe (5) zusanroengef asst . Die Halblei- 

• terbauteile (3) einer Bauteilgruppe (5) sind derart zueinan- 
der angeordnet, dass ein einzelnes Halbleiterbauteil (3) ge- 
genuber vier benachbarten Halbleiterbauteilen urn 90° gedreht 

• ist 



[Figur 1] 
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